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Pelculas delgadas déexido de estho (SnQ). Fueron depositadas mediante &rtica de roo pirolitico ultranico. Las pdtulas se
depositaron sobre substratos de vidrio empleando dicloruro de acetilacetonatdidd (€stdsO2)2SnChk] como material fuente y N, N-
DMF como solvente, a temperaturas de 400 £85@e presentan las propiedadesicas, ebctricas y estructurales de lasigelas obtenidas
utilizando un precursor organonadito.

Descriptores: Pelculas delgadas; pelilas conductoras transparentes; procesosifitas.

Tin oxide (SnQ@) thin films, were deposited using ultrasonic spray pyrolysis technique. The films were deposited on glass substrates using
tin acetylacetone dichloride [(E15O2)2SnCL], as raw material, and, N, N-DMF as solvent, at temperatures from 400 f@€59be optical,
electric and structural properties of thin films obtained using an organometalic precursor are presented.
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1. Introduccion rado por variasécnicas entre las que se incluyen @lsipp de
vapores gimicos,sputteringy evaporadn, entre otras [14].

Los materiales conductores transparentes en forma thipel EN €Ste trabajo se reportan las propiedadestetas ppticas

la delgada han sido ampliamente estudiados [1,2]. Las apl. estructurales de pellas delgadas del Sa0depositadas
caciones que se le han dado a estos materiales son principdl€diante lagcnica de roo pirolitico ultrasnico, utilizan-
mente en los dispositivos eledticos y optoelectmicos, que do como precursor el dicloruro de acetllacetonato_ defiesta
van desde calentadores de ventanas de aviones hasta disp8&rsHsO2)2SnCh]. Hasta donde sabemos, es la primera vez
tivos de imagen de carga acoplada [3]. La creciente demandi'® S€ reporta Ig obtedri de peiculas delgadas de Sp@

y sofisticacbn de los dispositivos activos y pasivos basadod@'tir de un acetilacetonato.

en conductores transparentes, tiene como consecuencia la ne-

cesidad de buscar nuevos precursores y mejorar las propied2- Detalles experimentales

des ekctricas yopticas de los materiales sintetizados. Estas

propiedades dependen fundamentalmente de la microestrucas pelculas de Sn@se depositaron mediante kchica de
tura de las pétulas, la cual presenta una gran diversidad deocio pirolitico ultranico [15], usando dicloruro de aceti-
morfologas de acuerdo al @odo de depsito, del tipo de lacetonato de edfa [(CsHsO2)2SnCL] como precursor, di-
precursores y de las condiciones de@#. Uno de los me- suelto en N,N-Dimetilformamida, (N,N-DMF) [16], con una
jores exponentes de los conductores transparentegrisiel molaridad de 0.025 M. Los dépitos se llevaron a cabo sobre
de estéo (SnQ); sobre este material se ha escrito una grarsubstratos de vidrio a temperaturas de 400, 450, 500 4G50
cantidad de literatura, no obstante sigue siendo tema de inveldn segundo reactor fue utilizado en paralelo para llevar a ca-
tigacion [4-11]. EI SnQ es un semiconductor degenerado,bo los degsitos con la adiéin de agua deionizada. Como
con una concentrain de portadores de carga del orden degas de arrastre se utifizaire seco con un flujo de 7.5 I/min,
10'9-10?° cm~3, una movilidad de entre 5-30 @vi—'s~'y  tanto en la solu@n de estdo como en el aerosol de agua. El
una resistividad de 1@ a 10°2 Q-cm. EI SnQ en forma de tiempo de defsito fue de 5 minutos en todos los casos, con
pelicula tiene un ancho de banda prohibida directo que va del fin de obtener espesores similares en todas lasubes. El
3.87 a4.3eV. Sutransmitancia en el IR cercano y en el visiblaralisis estructural de las pellas se lleé a cabo mediante
es cercana al 80 %, con umdice de refracén de entre 1.8 latécnica de difracén de rayos X, utilizando un difraine-

a 2.0; es un material altamente estable y resistente al ataqtre Siemens D-5000 (Cu & A= 1.5406"\). En la carac-
quimico [12,13]. EI Sn@ en forma de pé&tula ha sido prepa- terizacbn de la microestructura y la composigiqumica de



